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摘 要

於本論文中，我們將針對以射頻磁控濺鍍法所沈積出之氮化鎵薄膜作一探討。在沈積的過程中，除了改變濺鍍氣體（氮氣

及氬氣）的比例量之外，其他的沈積參數像射頻源的輸出功率、沈積時腔體的壓力及基板的溫度等均維持在固定的設定值

。我們所要討論的是不同濺鍍氣體比例量這一項沈積參數對氮化鎵薄膜所造成的影響。當薄膜是在較高氮氣量的環境下沈

積時，薄膜的表面較平坦，而且其電阻率也較大。相反的，當薄膜是在較低氮氣量的環境下沈積時，薄膜的表面變得粗糙

，其電阻率也減小，而且其薄膜緻密性也較差。 以濺鍍法所沈積的氮化鎵薄膜中，我們發現它具有一項特殊的現象，就是

殘存光導現象，此一現象是材料在受光照射時其電導會增加，但是把光源移走時，其電導並不會立刻回到原來的值，而是

慢慢的回復。這一現象的衰減速度和薄膜沈積時的環境有著相當大的關係，在較低氮氣量的環境中所沈積的薄膜具有較多

的缺陷，同時它亦具有很緩慢釋放電子的能力，所以使得其電導值降得很慢，而在較高氮氣量環境下所沈積的薄膜則則有

較少的缺陷，所以其電導值降得較快，但是其衰減時間仍然很久。除了討論殘存光導現象外，我們並試圖以加熱的方式來

消除殘存光導現象，而也發現到熱的方式的確可以消除。因此，此一特性在光記憶材料方式將可以做一應用，即以較高能

量的光源（如紫外光或短波長雷射）做為寫入資料的方式，而以加熱能的方式消除所記憶的資料。 在本論文中，除了觀察

殘存光導現象及熱能對該現象的影響外，對於此一現象的解釋，可以經由不同溫度對電導值的變化及熱激發電流的量測來

測出薄膜的活化能及可能的缺陷能階位置，而這也是本文的主要重心之一。除了量測出可能的能階位置外，我們並對這一

殘存光導現象及加熱時所造成的影響有著詳細的描述，並根據此些結果提出將可能之能階狀態圖。
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